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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主面電極を含む半導体チップと、
　上記半導体チップの厚さ方向に直交する方向のうちのいずれか一方向に、上記半導体チ
ップに対し離間する第１実装リードと、
　上記厚さ方向に直交する方向のうちのいずれか一方向に、上記半導体チップに対し離間
する第２実装リードと、
　上記主面電極、上記第１実装リード、および上記第２実装リードのいずれとも上記厚さ
方向視において重なり、且つ、上記主面電極、上記第１実装リード、および上記第２実装
リードを互いに導通させる連絡リードと、
　上記半導体チップ、上記第１実装リード、および上記第２実装リードを覆う樹脂部と、
を備え、
　上記第１実装リードは、上記厚さ方向のうち上記連絡リードから上記主面電極に向かう
第１方向を向く第１実装リード底面を有し、
　上記第２実装リードは、上記第１方向を向く第２実装リード底面を有し、
　上記樹脂部は、上記第１実装リード底面および上記第２実装リード底面のいずれとも面
一の樹脂底面を有するとともに、
　上記主面電極および上記連絡リードの間に位置し且つ上記主面電極および上記連絡リー
ドを接合する第１導電性接合部と、
　上記第１実装リードおよび上記連絡リードの間に位置し且つ上記第１実装リードおよび
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上記連絡リードを接合する第２導電性接合部と、
　上記第２実装リードおよび上記連絡リードの間に位置し且つ上記第２実装リードおよび
上記連絡リードを接合する第３導電性接合部と、を更に備え、
　上記連絡リードには、上記厚さ方向視において側面から凹む凹部が形成されており、
　上記第２導電性接合部および上記第３導電性接合部の少なくともいずれかは、上記平面
視において上記連絡リード内方に凹む形状で上記凹部に入り込んでいる、半導体装置。
【請求項２】
　上記半導体チップは、上記樹脂底面から露出する裏面電極を含む、請求項１に記載の半
導体装置。
【請求項３】
　上記第１実装リードは、上記連絡リードに対向する第１実装リード主面を有し、
　上記第１実装リード主面は、上記厚さ方向視において上記第１実装リード底面よりも上
記半導体チップ側に位置する部位を有する、請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　上記厚さ方向における上記第１導電性接合部の寸法は、上記厚さ方向における上記第２
導電性接合部の寸法、および、上記厚さ方向における上記第３導電性接合部の寸法のいず
れよりも大きい、請求項１ないし３のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項５】
　上記樹脂部は、上記厚さ方向視において上記半導体チップを囲む樹脂側面を有し、
　上記第１実装リードは、上記樹脂側面から露出する、請求項１ないし４のいずれかに記
載の半導体装置。
【請求項６】
　上記樹脂側面は、上記連絡リードを囲む、請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
　上記樹脂側面は、上記樹脂底面と鋭角をなすように上記厚さ方向に対し傾斜する傾斜部
を有する、請求項５に記載の半導体装置。
【請求項８】
　上記半導体チップは、上記第１実装リードおよび第２実装リードの間に位置する、請求
項１ないし７のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項９】
　上記連絡リードは、上記第１方向の反対方向を向き且つ上記樹脂部に覆われた連絡リー
ド主面を有する、請求項１ないし８のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１０】
　上記連絡リードは、上記第１方向の反対方向を向き且つ上記樹脂部から露出している連
絡リード主面を有する、請求項１ないし８のいずれかに記載の半導体装置。
【請求項１１】
　上記連絡リードは、断面がコの字状の部位を有する、請求項１ないし１０のいずれかに
記載の半導体装置。
【請求項１２】
　上記第１実装リードは、上記樹脂側面から突出している、請求項５に記載の半導体装置
。
【請求項１３】
　上記第１実装リードは、上記樹脂側面と面一である実装リード側面を更に有する、請求
項５に記載の半導体装置。
【請求項１４】
　上記樹脂底面から露出している導電体層を更に備え、
　上記半導体チップは、電極面を有する裏面電極を含み、
　上記電極面は、上記第１方向を向き且つ上記導電体層に直接接する、請求項１に記載の
半導体装置。
【請求項１５】
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　上記半導体チップは、上記厚さ方向視において、上記導電体層からはみ出ている、請求
項１４に記載の半導体装置。
【請求項１６】
　上記厚さ方向視における上記導電体層の面積は、上記厚さ方向視における上記半導体チ
ップの面積より小さい、請求項１４または１５に記載の半導体装置。
【請求項１７】
　上記厚さ方向視における上記導電体層の面積は、上記厚さ方向視における上記半導体チ
ップの面積より大きい、請求項１４または１５に記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図４７は、従来の半導体装置を示す断面図である。同図に示す半導体装置９０１は、デ
ィスクリート素子９２１と、リードフレームの端子部９２２と、ダイパッド９２３と、ハ
ンダ層９２４と、ワイヤー９２５と、モールド樹脂９２６とを備える。ディスクリート素
子９２１は、たとえば、トランジスタである。端子部９２２およびダイパッド９２３は、
金属よりなる。ハンダ層９２４はディスクリート素子９２１とダイパッド９２３とを接合
している。ワイヤー９２５は、ディスクリート素子９２１と端子部９２２とにボンディン
グされている。これにより、ディスクリート素子９２１と端子部９２２とが導通している
。モールド樹脂９２６は、ディスクリート素子９２１、端子部９２２と、ダイパッド９２
３と、ハンダ層９２４と、ワイヤー９２５とを覆っている。モールド樹脂９２６からは、
端子部９２２の面９２８と、ダイパッド９２３の面９２９とが露出している。
【０００３】
　半導体装置９０１を製造するには、まず、樹脂バリ防止用の耐熱テープ（図示略）に、
端子部９２２とダイパッド９２３とを接合する。次に、ディスクリート素子９２１をハン
ダ層９２４によってダイパッド９２３に対し接合する。次に、ディスクリート素子９２１
と端子部９２２とにワイヤー９２５をボンディングする。次に、当該耐熱テープに端子部
９２２とダイパッド９２３とを接合した状態で、端子部９２２およびダイパッド９２３な
どをモールド樹脂９１４で覆う。次に、端子部９２２とダイパッド９２３とから上記耐熱
テープを剥がす。以上の工程を経ることにより、半導体装置９０１が製造される。このよ
うな従来の半導体装置については、たとえば特許文献１に記載されている。
【０００４】
　半導体装置９０１においてはディスクリート素子９２１がダイパッド９２３に接合され
ているため、半導体装置９０１の薄型化が困難であった。そこで薄型化を図ることを目的
の一つとして、図４６に示す半導体装置が開発されている。同図に示す半導体装置９００
は、ディスクリート素子９１１と、リードフレームの端子部９１２と、ワイヤー９１５と
、モールド樹脂９１６とを備える。半導体装置９００は、半導体装置９０１におけるダイ
パッド９２３およびハンダ層９２４に相当する構成を備えず、ディスクリート素子９１１
がモールド樹脂９１６から露出している。このような半導体装置９００によって薄型化が
図られている。
【０００５】
　近年、半導体装置が組み込まれる電子機器の小型化に伴い、半導体装置のさらなる小型
化の要望が強い。また、半導体装置の製造の効率化の要望も強い。しかしながら、上述の
半導体装置９００では、これらの要望を十分に満足させることができない場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－６８９５８号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、小型化および製造の効率
化を図るのに適する半導体装置および半導体装置の製造方法を提供することを主たる課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の側面によって提供される半導体装置は、主面電極を含む半導体チップと
、上記半導体チップの厚さ方向に直交する方向のうちのいずれか一方向に、上記半導体チ
ップに対し離間する第１実装リードと、上記厚さ方向に直交する方向のうちのいずれか一
方向に、上記半導体チップに対し離間する第２実装リードと、上記主面電極、上記第１実
装リード、および上記第２実装リードのいずれとも上記厚さ方向視において重なり、且つ
、上記主面電極、上記第１実装リード、および上記第２実装リードを互いに導通させる連
絡リードと、上記半導体チップ、上記第１実装リード、および上記第２実装リードを覆う
樹脂部と、を備え、上記第１実装リードは、上記厚さ方向のうち上記連絡リードから上記
主面電極に向かう第１方向を向く第１実装リード底面を有し、上記第２実装リードは、上
記第１方向を向く第２実装リード底面を有し、上記樹脂部は、上記第１実装リード底面お
よび上記第２実装リード底面のいずれとも面一の樹脂底面を有する。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記半導体チップは、上記樹脂底面から露出
する裏面電極を含む。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記主面電極および上記連絡リードの間に位
置し且つ上記主面電極および上記連絡リードを接合する第１導電性接合部と、上記第１実
装リードおよび上記連絡リードの間に位置し且つ上記第１実装リードおよび上記連絡リー
ドを接合する第２導電性接合部と、上記第２実装リードおよび上記連絡リードの間に位置
し且つ上記第２実装リードおよび上記連絡リードを接合する第３導電性接合部と、を更に
備える。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１実装リードは、上記連絡リードに対
向する第１実装リード主面を有し、上記第１実装リード主面は、上記厚さ方向視において
上記第１実装リード底面よりも上記半導体チップ側に位置する部位を有する。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記厚さ方向における上記第１導電性接合部
の寸法は、上記厚さ方向における上記第２導電性接合部の寸法、および、上記厚さ方向に
おける上記第３導電性接合部の寸法のいずれよりも大きい。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記樹脂部は、上記厚さ方向視において上記
半導体チップを囲む樹脂側面を有し、上記第１実装リードは、上記樹脂側面から露出する
。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記樹脂側面は、上記連絡リードを囲む。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記樹脂側面は、上記樹脂底面と鋭角をなす
ように上記厚さ方向に対し傾斜する傾斜部を有する。
【００１６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記半導体チップは、上記第１実装リードお
よび第２実装リードの間に位置する。
【００１７】
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　本発明の好ましい実施の形態においては、上記連絡リードは、上記第１方向の反対方向
を向き且つ上記樹脂部に覆われた連絡リード主面を有する。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記連絡リードは、上記第１方向の反対方向
を向き且つ上記樹脂部から露出している連絡リード主面を有する。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記連絡リードは、断面がコの字状の部位を
有する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１実装リードは、上記樹脂側面から突
出している。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１実装リードは、上記樹脂側面と面一
である実装リード側面を更に有する。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記樹脂底面から露出している導電体層を更
に備え、上記半導体チップは、電極面を有する裏面電極を含み、上記電極面は、上記第１
方向を向き且つ上記導電体層に直接接する。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記半導体チップは、上記厚さ方向視におい
て、上記導電体層からはみ出ている。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記厚さ方向視における上記導電体層の面積
は、上記厚さ方向視における上記半導体チップの面積より小さい。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記厚さ方向視における上記導電体層の面積
は、上記厚さ方向視における上記半導体チップの面積より大きい。
【００２６】
　本発明の第２の側面によって提供される半導体装置の製造方法は、テープに、第１実装
リードおよび第２実装リードを接合する工程と、上記接合する工程の後に、半導体チップ
を、上記第１実装リードおよび上記第２実装リードのいずれとも上記半導体チップの厚さ
方向において重なる位置に配置する工程と、上記配置する工程の後に、上記半導体チップ
、上記第１実装リード、および上記第２実装リードのいずれにも、連絡リードを接合する
工程と、上記連絡リードを接合する工程の後に、上記半導体チップ、上記第１実装リード
、および上記第２実装リードを樹脂部で覆う工程と、を備える。
【００２７】
　本発明の第３の側面によって提供される半導体装置は、第１電極面を有する主面電極、
および、上記第１電極面が向く方向である第１方向の反対の第２方向を向く第２電極面を
有する裏面電極、を含む半導体チップと、上記第１方向において上記半導体チップに重な
る部位を有するリードと、上記第１電極面および上記リードの間に位置し、且つ、上記第
１電極面および上記リードを接合する導電性接合部と、上記第２電極面に直接接する導電
体層と、上記半導体チップ、上記リード、および、上記導電体層を覆う樹脂部と、を備え
、上記リードは、上記第２方向を向き且つ上記樹脂部から露出するリード底面を有し、上
記導電体層は、上記樹脂部から露出している。
【００２８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記半導体チップは、上記第２方向視におい
て、上記導電体層からはみ出ている。
【００２９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２方向視における上記導電体層の面積
は、上記第２方向視における上記半導体チップの面積より小さい。
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【００３０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２方向視における上記導電体層の面積
は、上記第２方向視における上記半導体チップの面積より大きい。
【００３１】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】第１実施形態にかかる実装構造を示す要部断面図である。
【図２】図１に示す半導体装置の平面図（一部省略、一部透視化）である。
【図３】図２から連絡リードおよび導電性接合部を省略した平面図（一部透視化）である
。
【図４】図２に示す半導体装置の右側面図である。
【図５】図２に示す半導体装置の底面図（一部透視化）である。
【図６】図２のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。
【図７】図２のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿う断面図である。
【図８】第１実施形態にかかる半導体装置の変形例を示す断面図である。
【図９】第１実施形態にかかる半導体装置の製造方法における一工程を示す要部平面図で
ある。
【図１０】図９のＸ－Ｘ線に沿う要部断面図である。
【図１１】図９に続く工程を示す要部平面図である。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図１３】図１１に続く工程を示す要部平面図である。
【図１４】図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿う要部断面図である。
【図１５】図１３に続く工程を示す要部平面図である。
【図１６】図１５のＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿う要部断面図である。
【図１７】図１５に続く工程を示す要部平面図である。
【図１８】図１７のＸＶＩＩＩ－ＸＶＩＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図１９】図１８に続く工程を示す要部断面図である。
【図２０】第１実施形態の第１変形例にかかる半導体装置の平面図（一部省略）である。
【図２１】図２０のＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿う断面図である。
【図２２】第１実施形態の第２変形例にかかる半導体装置の断面図である。
【図２３】第１実施形態の第３変形例にかかる半導体装置の断面図である。
【図２４】第１実施形態の第４変形例にかかる半導体装置の断面図である。
【図２５】図２４に示す半導体装置の底面図である。
【図２６】第１実施形態の第４変形例にかかる半導体装置の製造方法における一工程を示
す要部断面図である。
【図２７】図２６に続く工程を示す要部断面図である。
【図２８】図２７に続く工程を示す要部断面図である。
【図２９】第１実施形態の第５変形例にかかる半導体装置の底面図である。
【図３０】第２実施形態にかかる実装構造を示す断面図である。
【図３１】図３０に示す半導体装置の平面図（一部透視化）である。
【図３２】図３１に示す半導体装置の正面図である。
【図３３】図３１に示す半導体装置の底面図である。
【図３４】第２実施形態にかかる半導体装置の製造方法における一工程を示す要部断面図
である。
【図３５】図３４に続く工程を示す要部断面図である。
【図３６】図３５に続く工程を示す要部断面図である。
【図３７】第２実施形態にかかる半導体装置の製造方法における一工程を示す要部平面図
である。
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【図３８】図３７のＸＸＸＶＩＩＩ－ＸＸＸＶＩＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図３９】図３７に続く工程を示す要部平面図である。
【図４０】図３９のＸＬ－ＸＬ線に沿う要部断面図である。
【図４１】図３９に続く工程を示す要部平面図である。
【図４２】図４１のＸＬＩＩ－ＸＬＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図４３】図４１に続く工程を示す要部平面図である。
【図４４】図４３のＸＬＩＶ－ＸＬＩＶ線に沿う要部断面図である。
【図４５】第２実施形態の第１変形例にかかる半導体装置の底面図である。
【図４６】従来の半導体装置の一例を示す断面図である。
【図４７】従来の半導体装置の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００３４】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態にかかる実装構造を示す要部断面図である。
【００３５】
　同図に示された実装構造８０１は、半導体装置１００と、配線基板１０６と、ハンダ層
１０７～１０９とを備える。
【００３６】
　配線基板１０６は、たとえばプリント配線基板である。配線基板１０６は、たとえば、
絶縁基板と、当該絶縁基板に形成されたパターン電極（図示略）とを含む。半導体装置１
００は配線基板１０６に搭載されている。半導体装置１００と、配線基板１０６との間に
は、ハンダ層１０７～１０９が介在している。ハンダ層１０７～１０９は、半導体装置１
００と配線基板１０６とを接合している。
【００３７】
　図２は、図１に示す半導体装置の平面図（一部省略、一部透視化）である。図３は、図
２から連絡リードおよび導電性接合部を省略した平面図（一部透視化）である。図４は、
図２に示す半導体装置の右側面図である。図５は、図２に示す半導体装置の底面図（一部
透視化）である。図６は、図２のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。図７は、図２のＶＩ
Ｉ－ＶＩＩ線に沿う断面図である。なお、図２、図３では、樹脂部８の記載を省略し、樹
脂部８を想像線で示している。図１には、図２のＩ－Ｉ線に沿う半導体装置１００の断面
が記載されている。
【００３８】
　これらの図に示された半導体装置１００は、半導体チップ１と、実装リード２～４と、
連絡リード５１，５２と、導電性接合部６１～６５と、樹脂部８と、を備える。
【００３９】
　図１～図３、図５～図７に示す半導体チップ１は、半導体からなる素子である。半導体
チップ１としては、たとえば、ダイオード、トランジスタ、もしくは、ＩＣが挙げられる
。本実施形態では、半導体チップ１はトランジスタである。図２、図３に示すように、半
導体チップ１は、平面視矩形状である。半導体チップ１は、チップ側面１６～１９を有す
る。チップ側面１６は、ＹＺ平面に広がる平面状であり、且つ、方向Ｘのうち一方向（以
下、方向Ｘａと言う）を向く。チップ側面１７は、ＺＸ平面に広がる平面状であり、且つ
、方向Ｙのうち一方向（以下、方向Ｙａ方向と言う）を向く。チップ側面１８は、ＹＺ平
面に広がる平面状であり、且つ、方向Ｘのうち他方向（以下、方向Ｘｂと言う）を向く。
チップ側面１９は、ＺＸ平面に広がる平面状であり、且つ、方向Ｙのうち他方向（以下、
方向Ｙｂと言う）を向く。チップ側面１６およびチップ側面１７、チップ側面１７および
チップ側面１８、チップ側面１８およびチップ側面１９、チップ側面１９およびチップ側
面１６、は互いにつながる。半導体チップ１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、たとえば
、２００μｍである。半導体チップ１の方向Ｘにおける寸法は、たとえば、２０００μｍ
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であり、半導体チップ１の方向Ｙにおける寸法は、たとえば、４０００μｍである。
【００４０】
　図３、図５、図７に示すように、半導体チップ１は、主面電極１１，１２および裏面電
極１３を含む。主面電極１１は、電極面１１１を有する。主面電極１２は、電極面１２１
を有する。電極面１１１，１２１はいずれも、半導体チップ１の厚さ方向Ｚのうちの一方
向（以下、方向Ｚａと言う）を向く。裏面電極１３は、電極面１３１を有する。電極面１
３１は、半導体チップ１の厚さ方向Ｚのうちの他方向（以下、方向Ｚｂと言う）を向く。
【００４１】
　本実施形態においては、主面電極１１はソース電極であり、主面電極１２はゲート電極
であり、裏面電極１３はドレイン電極である。本実施形態と異なり、半導体チップは、主
面電極１１がたとえばドレイン電極であるものなどであってもよい。半導体チップがダイ
オードである場合には、当該半導体チップが主面電極１２を含んでいなくてもよい（すな
わち本実施形態でいう主面電極１１のみであってもよい）。また、半導体チップがＩＣで
ある場合には、半導体チップは２つの主面電極のみを含むのではなく、さらに多くの主面
電極を含んでいても良い。半導体チップがトランジスタである場合であっても、必ずしも
、半導体チップが裏面電極を含んでいる必要はない。この場合には、半導体チップが３つ
の主面電極を含んでいれば良い。
【００４２】
　図１～図７に示す実装リード２～４はそれぞれ、半導体装置１００を配線基板１０６に
実装するためのものである。実装リード２～４は、たとえば銅などの導体よりなる。実装
リード２，３は主面電極１１に導通し、実装リード４は主面電極１２に導通している。図
１、図３、図７に示すように、実装リード２～４および半導体チップ１は、方向Ｚ視にお
いて、互いに異なる位置に配置されている。また、各実装リード２～４は、方向Ｚにおい
て、半導体チップ１に重なる部位を有する。すなわち、実装リード２～４は、それぞれ、
半導体チップ１の厚さ方向Ｚに直交する方向のうちのいずれか一方に、半導体チップ１に
対し離間している。具体的には、実装リード２は、方向Ｘａに、半導体チップ１に対し離
間している。実装リード３は、方向Ｘｂに、半導体チップ１に対し離間している。実装リ
ード４は、方向Ｘｂに、半導体チップ１に対し離間している。そのため、実装リード２と
実装リード３との間に、半導体チップ１が位置する。また、実装リード２と実装リード４
との間に、半導体チップ１が位置する。
【００４３】
　図１に示すように、実装リード２は、実装リード主面２１と実装リード底面２２とを有
する。実装リード主面２１および実装リード底面２２はいずれも、ＸＹ平面に広がる平面
状である。実装リード主面２１は方向Ｚａを向き、実装リード底面２２は方向Ｚｂを向く
。すなわち、実装リード主面２１および実装リード底面２２は、互いに反対方向を向く。
本実施形態では、実装リード主面２１は、電極面１１１よりも方向Ｚａ側（すなわち図１
では電極面１１１よりも上側）に位置する。そのため、実装リード２は、半導体チップ１
よりも厚い。実装リード底面２２は、ハンダ層１０８を介して、配線基板１０６の配線層
に接合されている。これにより、実装リード２が配線基板１０６の配線層と導通している
。
【００４４】
　図３、図５に示すように、実装リード２は、支持部２６と、複数（本実施形態では３つ
）の帯状部２７とを含む。支持部２６は、後述の連絡リード５１を支持するためのもので
ある。支持部２６は、方向Ｙに沿って延びる形状である。支持部２６は、チップ側面１６
に沿う形状であり、チップ側面１６に対向している。
【００４５】
　図３、図５に示すように、支持部２６は、基部２６１と、第１延出部２６２と、２つの
第２延出部２６３，２６４とを有する。基部２６１は、実装リード主面２１および実装リ
ード底面２２を構成している。基部２６１は、支持部２６のうち、方向Ｚ視において実装
リード底面２２と重なる部位である。第１延出部２６２は、実装リード主面２１を構成し
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ている。第１延出部２６２は、方向Ｚ視において、基部２６１から半導体チップ１に向か
って延び出た形状である。そのため、実装リード主面２１は、方向Ｚ視において、実装リ
ード底面２２よりも半導体チップ１側に位置する部位を有する。すなわち、本実施形態に
おいては、実装リード主面２１は、方向Ｚ視において、実装リード底面２２よりも半導体
チップ１に近接する部位を有する。図３，図５に示すように、支持部２６は、方向Ｙにわ
たって長く延びる第１延出部２６２を有することが好ましいが、支持部２６は、方向Ｙに
沿って配列された複数の第１延出部を有していても良い。図１に示すように、第１延出部
２６２は、方向Ｚにおいて、半導体チップ１に重なる。更に本実施形態においては、第１
延出部２６２は、方向Ｚにおいて、主面電極１１に重なる。
【００４６】
　図３，図５に示す第２延出部２６３，２６４は、実装リード主面２１を構成している。
第２延出部２６３は、基部２６１から方向Ｙａに延び出た形状である。そのため、実装リ
ード主面２１は、方向Ｚ視において、実装リード底面２２よりも方向Ｙａに位置する部位
を有する。一方、第２延出部２６４は、基部２６２から方向Ｙｂに延び出た形状である。
そのため、実装リード主面２１は、方向Ｚ視において、実装リード底面２２よりも方向Ｙ
ｂに位置する部位を有する。第２延出部２６３，２６４は、実装リード２が後述の樹脂部
８から脱落するのを防止するための部位である。
【００４７】
　図３，図５に示すように、３つの帯状部２７は、方向Ｙに配列されている。各帯状部２
７は、方向Ｘに沿って延びる帯状である。各帯状部２７は、支持部２６（本実施形態にお
いては基部２６１）につながる。各帯状部２７と半導体チップ１との間に支持部２６が位
置する。各帯状部２７は、実装リード主面２１および実装リード底面２２を構成している
。
【００４８】
　図１に示す実装リード３は、実装リード２と略同様の構成を有する。実装リード３は、
実装リード主面３１と実装リード底面３２とを有する。実装リード主面３１および実装リ
ード底面３２はいずれも、ＸＹ平面に広がる平面状である。実装リード主面３１は方向Ｚ
ａを向き、実装リード底面３２は方向Ｚｂを向く。すなわち、実装リード主面３１および
実装リード底面３２は、互いに反対方向を向く。本実施形態では、実装リード主面３１は
、電極面１１１よりも方向Ｚａ側（すなわち、図１では、電極面１１１よりも上側）に位
置する。そのため、実装リード３は、半導体チップ１よりも厚い。実装リード底面３２は
、ハンダ層１０９を介して、配線基板１０６の配線層に接合されている。これにより、実
装リード３が配線基板１０６の配線層と導通している。
【００４９】
　図３、図５に示すように、実装リード３は、支持部３６と、複数（本実施形態では２つ
）の帯状部３７とを含む。支持部３６は、後述の連絡リード５１を支持するためのもので
ある。支持部３６は、方向Ｙに沿って延びる形状である。支持部３６はチップ側面１８に
沿う形状であり、チップ側面１８に対向している。
【００５０】
　図３、図５に示すように、支持部３６は、基部３６１と、第１延出部３６２と、２つの
第２延出部３６３，３６４とを有する。基部３６１は、実装リード主面３１および実装リ
ード底面３２を構成している。基部３６１は、支持部３６のうち、方向Ｚ視において実装
リード底面３２と重なる部位である。第１延出部３６２は、実装リード主面３１を構成し
ている。第１延出部３６２は、方向Ｚ視において、基部３６１から半導体チップ１に向か
って延び出た形状である。そのため、実装リード主面３１は、方向Ｚ視において、実装リ
ード底面３２よりも半導体チップ１側に位置する部位を有する。すなわち、本実施形態に
おいては、実装リード主面３１は、方向Ｚ視において、実装リード底面３２よりも半導体
チップ１に近接する部位を有する。図３，図５に示すように、支持部３６は、方向Ｙにわ
たって長く延びる第１延出部３６２を有することが好ましいが、支持部３６は、方向Ｙに
沿って配列された複数の第１延出部を有していても良い。図１に示すように、第１延出部
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３６２は、方向Ｚにおいて、半導体チップ１に重なる。更に本実施形態においては、第１
延出部３６２は、方向Ｚにおいて、主面電極１１に重なる。
【００５１】
　図３，図５に示す第２延出部３６３，３６４は、実装リード主面３１を構成している。
第２延出部３６３は、基部３６１から方向Ｙａに延び出た形状である。そのため、実装リ
ード主面３１は、方向Ｚ視において、実装リード底面３２よりも方向Ｙａに位置する部位
を有する。一方、第２延出部３６４は、基部３６１から方向Ｙｂに延び出た形状である。
そのため、実装リード主面３１は、方向Ｚ視において、実装リード底面３２よりも方向Ｙ
ｂに位置する部位を有する。第２延出部３６３，３６４は、実装リード３が後述の樹脂部
８から脱落するのを防止するための部位である。
【００５２】
　図３，図５に示すように、２つの帯状部３７は、方向Ｙに配列されている。各帯状部３
７は、方向Ｘに沿って延びる帯状である。各帯状部３７は、支持部３６（本実施形態にお
いては基部３６１）につながる。各帯状部３７と半導体チップ１との間に支持部３６が位
置する。各帯状部３７は、実装リード主面３１および実装リード底面３２を構成している
。
【００５３】
　なお、実装リード３では、実装リード２と異なり、支持部３６が、複数の帯状部３７の
うち実装リード４に近接するものよりも、実装リード４側に延び出ている。
【００５４】
　図３、図５、図７に示す実装リード４は、実装リード主面４１と実装リード底面４２と
を有する。実装リード主面４１および実装リード底面４２はいずれも、ＸＹ平面に広がる
平面状である。実装リード主面４１は、方向Ｚａを向き、実装リード底面４２は、方向Ｚ
ｂを向く。すなわち、実装リード主面４１および実装リード底面４２は、互いに反対方向
を向く。本実施形態では、実装リード主面４１は、電極面１１１よりも方向Ｚａ側に位置
する。すなわち、実装リード４は、半導体チップ１よりも厚い。実装リード底面４２は、
ハンダ層（図示略）を介して、配線基板１０６の配線層に接合されている。これにより、
実装リード４が配線基板１０６の配線層と導通している。
【００５５】
　図３、図５に示すように、実装リード４は、支持部４６と、帯状部４７とを含む。支持
部４６は、後述の連絡リード５２を支持するためのものである。支持部４６はチップ側面
１８に沿う形状であり、且つ、チップ側面１８に対向している。
【００５６】
　図３、図５に示すように、支持部４６は、基部４６１と、第１延出部４６２と、第２延
出部４６３とを有する。基部４６１は、実装リード主面４１および実装リード底面４２を
構成している。基部４６１は、支持部４６のうち、方向Ｚ視において実装リード底面４２
と重なる部位である。第１延出部４６２は実装リード主面４１を構成している。第１延出
部４６２は、方向Ｚ視において、基部４６１から半導体チップ１に向かって延び出た形状
である。そのため、実装リード主面４１は、方向Ｚ視において、実装リード底面４２より
も半導体チップ１側に位置する部位を有する。すなわち、本実施形態においては、実装リ
ード主面４１は、方向Ｚ視において、実装リード底面４２よりも半導体チップ１に近接す
る部位を有する。図７に示すように、第１延出部４６２は、方向Ｚにおいて、半導体チッ
プ１に重なる。更に本実施形態においては、第１延出部４６２は、方向Ｚにおいて、主面
電極１１に重なる。
【００５７】
　第２延出部４６３は、実装リード主面４１を構成している。第２延出部４６３は、基部
４６１から方向Ｙｂに延び出た形状である。そのため、実装リード主面４１は、方向Ｚ視
において、実装リード底面４２よりも方向Ｙｂに位置する部位を有する。第２延出部４６
３は、実装リード４が後述の樹脂部８から脱落するのを防止するための部位である。
【００５８】
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　帯状部４７は、方向Ｘに沿って延びる帯状である。帯状部４７は、支持部４６（本実施
形態においては基部４６１）につながる。帯状部４７と半導体チップ１との間に支持部４
６が位置する。帯状部４７は、実装リード主面４１および実装リード底面４２を構成して
いる。
【００５９】
　図１、図２、図６、図７に示す連絡リード５１は、主面電極１１と、実装リード２と、
実装リード３と、を互いに導通させるためのものである。連絡リード５１は、たとえば、
銅などの導体よりなる。図２によく表れているように、連絡リード５１は、主面電極１１
、実装リード２、および実装リード３のいずれにも、方向Ｚ視において重なる。連絡リー
ド５１は、方向Ｚ視において、第１延出部２６２，３６２に重なる。連絡リード５１の方
向Ｘにおける寸法は、半導体チップ１の方向Ｘにおける寸法より大きい。更に、連絡リー
ド５１は、方向Ｚ視において、実装リード２および実装リード３に跨る。方向Ｙにおける
連絡リード５１の寸法は、半導体チップ１の方向Ｙにおける寸法および実装リード３の方
向Ｙにおける寸法の各々よりも大きくても小さくてもよいが、本実施形態では、方向Ｙに
おける連絡リード５１の寸法は、半導体チップ１の方向Ｙにおける寸法および実装リード
３の方向Ｙにおける寸法のいずれよりも小さい。図２では、連絡リード５１は、方向Ｚ視
において矩形の一つの角が欠けた形状であるが、連絡リード５１の形状はこれに限られな
い。本実施形態においては、連絡リード５１は、ＸＹ平面に沿う板状である。
【００６０】
　連絡リード５１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、たとえば、１００～５００μｍであ
る。連絡リード５１の方向Ｘにおける寸法は、たとえば、１０００～１０００００μｍで
ある。連絡リード５１の方向Ｙにおける寸法は、たとえば、１０００～１０００００μｍ
である。
【００６１】
　図１、図２、図６に示すように、連絡リード５１は、連絡リード主面５１１と、連絡リ
ード裏面５１２と、連絡リード側面５１３，５１４とを有する。連絡リード主面５１１は
、ＸＹ平面に沿う平面状であり、且つ、方向Ｚａを向く。連絡リード裏面５１２は、ＸＹ
平面に沿う平面状であり、且つ、方向Ｚｂを向く。すなわち、連絡リード主面５１１およ
び連絡リード裏面５１２は、互いに反対側を向く。連絡リード裏面５１２は、電極面１１
１および実装リード主面２１，３１に対向している。連絡リード側面５１３は、方向Ｘａ
を向き、連絡リード側面５１４は、方向Ｘｂを向く。方向Ｚ視において、連絡リード側面
５１３は実装リード２と重なり、連絡リード側面５１４は実装リード３と重なる。
【００６２】
　図２、図６に示すように、連絡リード５１には、２つの凹部５１８および１つの凹部５
１９が形成されている。各凹部５１８は、連絡リード側面５１３から半導体チップ１の位
置する側に凹む。同様に、凹部５１９は、連絡リード側面５１４から半導体チップ１の位
置する側に凹む。なお、本実施形態と異なり、連絡リード５１に凹部５１８，５１９が形
成されていなくてもよい。
【００６３】
　図２、図７に示す連絡リード５２は、主面電極１２と、実装リード４とを互いに導通さ
せるためのものである。連絡リード５２は、連絡リード主面５２１と連絡リード裏面５２
２とを有する。連絡リード５２は、主面電極と実装リードとを導通させるといった連絡リ
ード５１の機能と略同様の機能を果たすため、説明を省略する。
【００６４】
　図１、図２、図６、図７に示す各導電性接合部６１～６５は導体よりなる。導電性接合
部６１～６５を構成する導体としては、ハンダ、もしくは、銀などが挙げられる。本実施
形態においては、導電性接合部６１～６５を構成する導体は、ハンダである。
【００６５】
　図１、図２に示すように、各導電性接合部６１は、連絡リード５１（連絡リード裏面５
１２）および主面電極１１(電極面１１１)の間に介在している。導電性接合部６１は、連
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絡リード５１（連絡リード裏面５１２）および主面電極１１(電極面１１１)を接合してい
る。各導電性接合部６１は、連絡リード５１および主面電極１１に直接接している。これ
により、導電性接合部６１を介して、連絡リード５１および主面電極１１が導通している
。
【００６６】
　導電性接合部６２は、連絡リード５１（連絡リード裏面５１２）および実装リード２(
実装リード主面２１)の間に介在している。導電性接合部６２は、連絡リード５１（連絡
リード裏面５１２）および実装リード２(実装リード主面２１)を接合している。導電性接
合部６２は、連絡リード５１および実装リード２に直接接している。これにより、導電性
接合部６２を介して、連絡リード５１および実装リード２が導通している。図２、図６に
示ように、導電性接合部６２は、凹部５１８に入り込んでいることもある。
【００６７】
　図１、図２に示すように、導電性接合部６２と同様に、導電性接合部６３は、連絡リー
ド５１（連絡リード裏面５１２）および実装リード３(実装リード主面３１)の間に介在し
ている。導電性接合部６３は、連絡リード５１（連絡リード裏面５１２）および実装リー
ド３(実装リード主面３１)を接合している。導電性接合部６３は、連絡リード５１および
実装リード３に直接接している。これにより、導電性接合部６３を介して、連絡リード５
１および実装リード３が導通している。図２、図６に示ように、導電性接合部６３は、凹
部５１９に入り込んでいることもある。
【００６８】
　以上より、本実施形態では、ソース電極たる主面電極１１と、実装リード２，３と、連
絡リード５１と、導電性接合部６１～６３と、ハンダ層１０８，１０９とが、互いに導通
している。なお、ハンダ層１０８とハンダ層１０９とは、配線基板１０６における配線層
を介して導通してもいる。
【００６９】
　上述のように、実装リード主面２１は、電極面１１１よりも方向Ｚａ側に位置する（図
１参照）。そのため、電極面１１１と連絡リード５１との離間距離（すなわち導電性接合
部６１の方向Ｚにおける寸法）は、実装リード主面２１と連絡リード５１との離間距離（
すなわち導電性接合部６２の方向Ｚにおける寸法）よりも大きい。同様に、電極面１１１
と連絡リード５１との離間距離（すなわち導電性接合部６１の方向Ｚにおける寸法）は、
実装リード主面３１と連絡リード５１との離間距離（すなわち導電性接合部６３の方向Ｚ
における寸法）よりも大きい。
【００７０】
　図２、図７に示す導電性接合部６４は、連絡リード５２および主面電極１２(電極面１
２１)の間に介在している。導電性接合部６４は、連絡リード５１および主面電極１２を
接合するためのものである。導電性接合部６５は、連絡リード５２および実装リード４(
実装リード主面４１)の間に介在している。導電性接合部６５は、連絡リード５２および
実装リード４を接合するためのものである。本実施形態では、ゲート電極たる主面電極１
２と、実装リード４，連絡リード５２と、導電性接合部６４，６５とが、互いに導通して
いる。
【００７１】
　図１～図７に示す樹脂部８は、半導体チップ１と、実装リード２～４と、連絡リード５
１，５２と、導電性接合部６１～６５と、を覆っている。樹脂部８は、たとえば、黒色の
エポキシ樹脂よりなる。図１に示すように、樹脂部８は、樹脂底面８１と、樹脂側面８２
と、樹脂主面８３とを有する。樹脂底面８１は、ＸＹ平面に広がる平面状であり、且つ、
方向Ｚの一方（以下、方向Ｚｂと言う）を向く。樹脂底面８１からは、実装リード底面２
２，３２，４２と、裏面電極１３とが露出している。樹脂底面８１と、実装リード底面２
２，３２，４２と、裏面電極１３の電極面１３１とは、面一となっている。
【００７２】
　図１、図２、図４に示すように、樹脂側面８２は、方向Ｚ視において、半導体チップ１
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を囲む形状である。本実施形態においては、樹脂側面８２は、連絡リード５１，５２のい
ずれをも囲んでいる。樹脂側面８２は、直立部８２１と、傾斜部８２２とを有する。直立
部８２１は、樹脂底面８１とつながる。直立部８２１と樹脂底面８１とは垂直である。直
立部８２１からは、実装リード２における帯状部２７と、実装リード３における帯状部３
７と、実装リード４における帯状部４７とが露出している。本実施形態においては、直立
部８２１からは、帯状部２７，３７，４７が突出している。なお、本実施形態と異なり、
直立部８２１から帯状部２７，３７，４７が突出しておらず、たとえば、帯状部２７が、
樹脂側面８２と面一の側面２７１（図８参照、帯状部３７，４７も同様）を有していても
良い。図１に示すように、傾斜部８２２は、樹脂底面８１と鋭角をなすように、方向Ｚに
対し傾斜している。傾斜部８２２は、直立部８２１につながる。
【００７３】
　樹脂主面８３は、方向ＸＹ平面に広がる平面状である。樹脂主面８３は、傾斜部８２２
につながる。樹脂主面８３と半導体チップ１との間に連絡リード５１が位置する。すなわ
ち、連絡リード主面５１１は、樹脂部８に覆われている。なお、本実施形態と異なり、図
８に示すように、樹脂主面８３から連絡リード５１が露出していてもよい。同図では、樹
脂主面８３と連絡リード主面５１１とが面一となっている。
【００７４】
　次に、図９～図１９を用いて、半導体装置１００の製造方法の一例について、簡単に説
明する。
【００７５】
　まず、図９、図１０に示すように、テープ８８１に、実装リード２０，３０，４０を接
合する。テープ８８１は、耐熱テープであり、たとえば、ポリイミドよりなる。耐熱テー
プとしては、日東電工製「ＴＲＭ６２５０」などを用いることができる。実装リード２０
，３０，４０のテープ８８１への接合においては、実装リード２０の実装リード底面２２
０と、実装リード３０の実装リード底面３２０と、実装リード４０の実装リード底面とを
、テープ８８１に接合する。これにより、樹脂部８を形成する後述の工程で、実装リード
底面２２０，３２０等に、樹脂バリが形成されにくくなる。
【００７６】
　次に、図１１、図１２に示すように、テープ８８１に半導体チップ１を接合する。半導
体チップ１は、半導体チップ１の厚さ方向Ｚにおいて実装リード２０，３０，４０のいず
れとも重なる位置に、配置する。半導体チップ１のテープ８８１への接合においては、裏
面電極１３の電極面１３１をテープ８８１に接合する。これにより、樹脂部８を形成する
後述の工程で、電極面１３１に樹脂バリが形成されにくくなる。
【００７７】
　次に、図１３、図１４に示すように、複数の導電性接合材６７を、半導体チップ１の主
面電極１１，１２と、実装リード２０の実装リード主面２１０と、実装リード３０の実装
リード主面３１０と，実装リード４０の実装リード主面４１０とに塗布する。本実施形態
では、導電性接合材６７は、たとえば、ハンダよりなる。
【００７８】
　次に、図１５、図１６に示すように、連絡リード５１，５２を導電性接合材６７上に配
置する。具体的には、連絡リード５１は、方向Ｚ視において、主面電極１１と実装リード
２０，３０とに重なる位置に配置する。また連絡リード５２は、方向Ｚ視において、主面
電極１２と実装リード４０とに重なる位置に配置する。次に、連絡リード５１，５２が配
置された製品をリフロー炉にて加熱する。このようにして、連絡リード５１が主面電極１
１と実装リード２０，３０とに、連絡リード５２が主面電極１２と実装リード４０とに接
合される。なお、連絡リード５１，５２の接合工程を経ると、導電性接合材６７由来の導
電性接合部６１～６５が形成される。
【００７９】
　次に、図１７、図１８に示すように、樹脂部８を形成する。樹脂部８の形成は、半導体
チップ１，実装リード２０，３０，４０、連絡リード５１，５２、および導電性接合部６
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１～６５を金型８８２とテープ８８１とが収容している状態で、行う。
【００８０】
　次に、図１９に示すように、テープ８８１を、半導体チップ１、実装リード２０，３０
、および樹脂部８から剥離する。次に、実装リード２０，３０，４０（実装リード４０は
図示していない）をＤｃ１線に沿って切断する。これにより、図１に示した半導体装置１
００が製造される。
【００８１】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【００８２】
　半導体装置１００は、複数の実装リード２，３を備える。実装リード２は、方向Ｘａに
、半導体チップ１に対し離間している。一方、実装リード３は、方向Ｘｂに、半導体チッ
プ１に対し離間している。このような構成によると、図１１、図１２を参照して説明した
ように、実装リード２，３をテープ８８１に接合したのちに、半導体チップ１を、半導体
チップ１の厚さ方向Ｚにおいて実装リード２，３のいずれとも重なる位置に、配置できる
。そうすると、半導体チップ１を配置するための装置は、実装リード２，３の位置を確認
しながら、半導体チップ１が実装リード２，３のいずれにも接触しないように、半導体チ
ップ１を配置できる。よって、半導体チップ１を製造する際に、実装リード２ないし実装
リード３に半導体チップ１が接触するおそれが少ない。そのため、方向Ｚ視における半導
体チップ１と実装リード２との離間距離、および、方向Ｚ視における半導体チップ１と実
装リード３との離間距離を過度に大きくする必要がない。これにより、方向Ｚ視における
半導体チップ１と実装リード２との離間距離、および、方向Ｚ視における半導体チップ１
と実装リード３との離間距離を小さくすることができる。したがって、半導体装置１００
は小型化を図るのに適する。
【００８３】
　図２に示したように、半導体装置１００は、主面電極１１と実装リード２，３とを互い
に導通させる連絡リード５１を備える。連絡リード５１は、方向Ｚ視において、主面電極
１１と実装リード２，３とに重なる。このような構成によると、方向Ｚにおいて実装リー
ド２，３のいずれとも重なる位置に半導体チップ１を配置したのちに、主面電極１１と実
装リード２，３とを、連絡リード５１を介して一度に導通させることができる。そのため
、主面電極１１と実装リード２とを、並びに、主面電極１１と実装リード３とを、それぞ
れ、ワイヤで接続する必要がない。したがって、半導体装置１００は、製造の効率化を図
るのに適する。
【００８４】
　図１に示したように、半導体装置１００においては、半導体チップ１は、樹脂底面８１
から露出する裏面電極１３を含む。このような構成によると、半導体チップ１にて発生し
た熱は、樹脂部８を介さずに、裏面電極１３から半導体装置１００の外部に放たれうる。
よって、半導体チップ１にて発生した熱は、半導体装置１００の外部に放たれやすくなる
。したがって、半導体装置１００は、半導体チップ１が過度に高温となることを抑制する
のに適する。すなわち、半導体装置１００は、放熱性に優れている。
【００８５】
　半導体装置１００においては、実装リード２は、連絡リード５１に対向する実装リード
主面２１を有する。実装リード主面２１は、方向Ｚ視において、実装リード底面２２より
も半導体チップ１側に位置する部位（第１延出部２６２）を有する。このような構成によ
ると、導電性接合部６２が接合される実装リード主面２１の面積を大きくしつつ、裏面電
極１３と実装リード底面２２とをより離間させることができる。実装リード主面２１の面
積を大きくすることは、連絡リード５１と実装リード２とを導電性接合部６２によってよ
り強固に接合するのに好適である。一方、実装リード底面２２を裏面電極１３から離間す
ればするほど、半導体装置１００を配線基板１０６に実装した状態において、裏面電極１
３に接合されるハンダ層１０７と、実装リード底面２２に接合されるハンダ層１０８とが
より大きく離間することとなる。したがって、半導体装置１００が配線基板１０６に実装
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された状態において、ハンダ層１０７とハンダ層１０８とが接触することにより導通する
不都合を回避できる。以上より、半導体装置１００によると、連絡リード５１と実装リー
ド２とをより強固に接続でき、且つ、ハンダ層１０７とハンダ層１０８とが導通する不具
合を回避できる。
【００８６】
　半導体装置１００においては、実装リード３は、連絡リード５１に対向する実装リード
主面３１を有する。実装リード主面３１は、方向Ｚ視において、実装リード底面３２より
も半導体チップ１側に位置する部位（第１延出部３６２）を有する。このような構成によ
ると、上述したのと同様の理由により、連絡リード５１と実装リード３とをより強固に接
続でき、且つ、ハンダ層１０７とハンダ層１０９とが導通する不具合を回避できる。
【００８７】
　半導体装置１００においては、樹脂側面８２（本実施形態では傾斜部８２２）は、連絡
リード５１を囲む。すなわち、連絡リード５１の側面は樹脂部８に覆われている。このよ
うな構成は、半導体装置１００の耐湿性の向上を図るのに適する。更に、連絡リード主面
５１１が、樹脂部８に覆われている。このような構成も、半導体装置１００の耐湿性の向
上を図るのに適する。
【００８８】
　一方、図８に示したように、連絡リード主面５１１が樹脂主面８３から露出している場
合には、連絡リード主面５１１から半導体装置の外部に半導体チップ１にて発生した熱が
放たれやすい。したがって、連絡リード主面５１１が樹脂主面８３から露出している構成
は、半導体装置の放熱性の向上を図るのに適する。
【００８９】
　半導体装置１００においては、連絡リード５１に凹部５１８，５１９が形成されている
。このような構成によると、連絡リード５１を半導体チップ１と実装リード２，３とに接
合する際に、凹部５１８，５１９に図１３，１４に示す導電性接合材６７を入り込ませる
ことで、導電性接合材６７による連絡リード５１のセルフアラインメント効果が期待でき
る。また、凹部５１８，５１９に導電性接合材６７が入り込むと、連絡リード５１がＸＹ
平面に対し傾斜することを抑制することもできる。
【００９０】
　図２０～図２９は、本実施形態の変形例を示している。なお、これらの図において、上
述の実施形態と同一または類似の要素には、上記の実施形態と同一の符号を付している。
【００９１】
＜第１実施形態にかかる半導体装置の第１変形例＞
　図２０，図２１を用いて、本実施形態の半導体装置の第１変形例について説明する。
【００９２】
　図２０は、本変形例にかかる半導体装置の平面図（一部省略）である。図２１は、図２
０のＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿う断面図である。
【００９３】
　これらの図に示す半導体装置１０１は、半導体チップ１と、実装リード２～４と、連絡
リード５１，５２と、導電性接合部６１～６５と、樹脂部８と、を備える。半導体装置１
０１では、実装リード２，３および導電性接合部６２，６３を除き、半導体チップ１、実
装リード４、連絡リード５１，５２、導電性接合部６１，６４，６５、および樹脂部８の
各構成は、上述の半導体装置１００と同様であるから、説明を省略する。
【００９４】
　実装リード２は、支持部２６に２つの凹部２８が形成されている点において、上述の半
導体装置１００と相違し、その他の点は同様である。各凹部２８は、実装リード主面２１
から実装リード底面２２に向かって凹む形状である。各凹部２８は、支持部２６のうち、
半導体チップ１が位置している側とは反対側の端部に位置する。各凹部２８は、方向Ｙに
おいて、隣接する２つの帯状部２７どうしの間に位置する。
【００９５】
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　実装リード３は、支持部３６に２つの凹部３８が形成されている点において、上述の半
導体装置１００と相違し、その他の点は同様である。各凹部３８は、実装リード主面３１
から実装リード底面３２に向かって凹む形状である。各凹部３８は、支持部３６のうち、
半導体チップ１が位置している側とは反対側の端部に位置する。２つの凹部３８のうちの
１つは、方向Ｙにおいて、２つの帯状部３７どうしの間に位置する。
【００９６】
　図２１に示すように、本実施形態における導電性接合部６２は、各凹部２８に入り込ん
でいることがある。同様に、本実施形態における導電性接合部６３は、凹部３８に入り込
んでいることがある。
【００９７】
　このような構成によると、半導体装置１０１を製造する際に、凹部５１８，５１９に加
え凹部２８，３８にも、上述の導電性接合材６７を入り込ませることで、導電性接合材６
７による連絡リード５１のセルフアラインメント効果が期待できる。また、連絡リード５
１がＸＹ平面に対し傾斜することを抑制することもできる。
【００９８】
＜第１実施形態にかかる半導体装置の第２変形例＞
　図２２を用いて、本実施形態の半導体装置の第２変形例について説明する。
【００９９】
　図２２は、本変形例にかかる半導体装置の断面図である。
【０１００】
　同図に示す半導体装置１０２は、半導体チップ１と、実装リード２～４と、連絡リード
５１，５２と、導電性接合部６１～６５と、樹脂部８と、を備える。半導体装置１０２で
は、連絡リード５１を除き、半導体チップ１、実装リード２～４、連絡リード５２、導電
性接合部６１～６５、および樹脂部８の各構成は、上述の半導体装置１００と同様である
から、説明を省略する。本実施形態においては、半導体チップ１の厚さと、実装リード２
～４の厚さは同一である。
【０１０１】
　連絡リード５１においては、連絡リード裏面５１２が、チップ対向面５７１と、実装リ
ード対向面５７２，５７３とを有する。チップ対向面５７１は、半導体チップ１の主面電
極１１に対向している。チップ対向面５７１と主面電極１１の電極面１１１との間に、導
電性接合部６１が介在している。そして、チップ対向面５７１と電極面１１１とは、導電
性接合部６１により接合されている。同様に、実装リード対向面５７２は、実装リード２
の実装リード主面２１に対向している。実装リード対向面５７２と実装リード主面２１と
の間に、導電性接合部６２が介在している。そして、実装リード対向面５７２と実装リー
ド主面２１とは、導電性接合部６２により接合されている。同様に、実装リード対向面５
７３は、実装リード３の実装リード主面３１に対向している。実装リード対向面５７３と
実装リード主面３１との間に、導電性接合部６３が介在している。そして、実装リード対
向面５７３と実装リード主面３１とは、導電性接合部６３により接合されている。
【０１０２】
　チップ対向面５７１は、実装リード対向面５７２，５７３よりも方向Ｚａ側（すなわち
、図２２における上側）に位置している。そのため、チップ対向面５７１と電極面１１１
との離間距離（導電性接合部６１の方向Ｚにおける寸法）は、実装リード対向面５７２と
実装リード主面２１との離間距離（導電性接合部６２の方向Ｚにおける寸法）、および、
実装リード対向面５７３と実装リード主面３１との離間距離（導電性接合部６３の方向Ｚ
における寸法）のいずれよりも大きい。連絡リード５１は、半導体装置１００に対し断面
形状が異なることを除き、その他の点は同様であるから、その他の点についての説明は省
略する。
【０１０３】
　なお、第２変形例の構成を第１変形例の構成と組み合わせても良い。
【０１０４】
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＜第１実施形態にかかる半導体装置の第３変形例＞
　図２３を用いて、本実施形態の半導体装置の第３変形例について説明する。
【０１０５】
　図２３は、本変形例にかかる半導体装置の断面図である。
【０１０６】
　同図に示す半導体装置１０３は、半導体チップ１と、実装リード２～４と、連絡リード
５１，５２と、導電性接合部６１～６５と、樹脂部８と、を備える。半導体装置１０３で
は、連絡リード５１，５２を除き、半導体チップ１、実装リード２～４、導電性接合部６
１～６５、および樹脂部８の各構成は、上述の半導体装置１００と同様であるから、説明
を省略する。半導体装置１０３は、連絡リード５１，５２が各々、断面がコの字状の部位
を有している点を除き、上述の半導体装置１００と同一である。
【０１０７】
　このような構成によると、連絡リード５１，５２を半導体チップ１等に配置する際に、
連絡リード５１，５２が撓むため、連絡リード５１，５２から半導体チップ１に力が加わ
りにくい可能性がある。したがって、連結リード５１，５２を半導体チップ１等に接合す
る際に半導体チップ１に力が加わり半導体チップ１が損傷することを、抑制しうる。
【０１０８】
　なお、第３変形例の構成を第１、第２変形例の各構成と組み合わせても良い。
【０１０９】
＜第１実施形態にかかる半導体装置の第４変形例＞
【０１１０】
　図２４～図２８を用いて、本実施形態の半導体装置の第４変形例について説明する。
【０１１１】
　図２４は、第１実施形態の第４変形例にかかる半導体装置の断面図である。図２５は、
図２４に示す半導体装置の底面図である。
【０１１２】
　これらの図に示す半導体装置１０４は、半導体チップ１と、実装リード２～４と、連絡
リード５１，５２と、導電性接合部６１～６５と、樹脂部８とに加え、導電体層７を更に
備える点において、上述の半導体装置１００と相違する。
【０１１３】
　導電体層７は、裏面電極１３の電極面１３１に直接接している。そのため、導電体層７
は裏面電極１３に導通している。導電体層７は、たとえば、ハンダ（Ｐｂ系、Ｓｎ系、Ｂ
ｉ系）もしくは銀ペーストよりなる。導電体層７は、樹脂底面８１から露出している。導
電体層７は、樹脂底面８１と面一の面７１を有する。方向Ｚ視において、導電体層７は半
導体チップ１に重なる。更に、方向Ｚ視において導電体層７からはみ出た部位を、半導体
チップ１は有する。すなわち、方向Ｚ視において、半導体チップ１は、導電体層７と重な
らない部位を有する。半導体チップ１のうち導電体層７と重ならない部位は、樹脂部８に
覆われている。本実施形態では、導電体層７の方向Ｚ視における面積は、半導体チップ１
の方向Ｚ視における面積よりも小さい。更に、方向Ｚ視において導電体層７は全体にわた
って、半導体チップ１に重なる。導電体層７の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、たとえば
、１０～１００μｍである。
【０１１４】
　次に、半導体装置１０４の製造方法を簡単に説明する。
【０１１５】
　まず、図２６に示すように、凹部８８３が形成された部材８８４を用意する。部材８８
４を構成する材料は、導電体層７を構成する材料と反応しないものである。導電体層７が
ハンダである場合には、部材８８４を構成する材料としてたとえばＡｌを用いれば良い。
【０１１６】
　次に、図２７に示すように、導電体層７を凹部８８３に形成する。次に、図２８に示す
ように、導電体層７を介して半導体チップ１を部材８８４に配置する。半導体チップ１に
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導電体層７が接合すると、半導体チップ１および導電体層７から、部材８８４を取り外す
。このようにして、導電体層７と半導体チップ１が接合された固片８８５を製造する。
【０１１７】
　固片８８５が製造されると、図９～図１９を参照して述べた半導体装置１００の製造方
法と同様の工程を行うことにより、半導体装置１０４を製造できる。本変形例においては
、半導体チップ１をテープ８８１に接合するのではなく固片８８５をテープ８８１に接合
する点において、半導体装置１００の製造方法と異なるが、その他の点は同様である。
【０１１８】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０１１９】
　半導体装置１０４は、樹脂底面８１から露出している導電体層７を備える。また、導電
体層７は裏面電極１３の電極面１３１に直接接する。このような構成によると、導電体層
７は、裏面電極１３を含む半導体チップ１とは別個に形成できる。そのため、導電体層７
は、裏面電極１３の形状に制限されずに所望の形状に形成できる。たとえば、本変形例で
は、導電体層７を、半導体チップ１と比べ方向Ｚ視における面積を小さく形成している。
導電体層７の方向Ｚ視における面積が半導体チップ１の方向Ｚ視における面積より小さい
と、半導体装置１０４を配線基板１０６に実装した際に、導電体層７に接続するハンダ層
と、実装リード２に接合されるハンダ層１０８とが接触しにくくなる。これにより、裏面
電極１３と導通している導電体層７とハンダ層１０８とが接触し導通する不具合を回避で
きる。同様に、導電体層７とハンダ層１０９とが接触し導通する不具合を回避できる。そ
うすると、半導体チップ１の方向Ｘにおける寸法が大きくなっても、半導体装置１０４の
方向Ｘにおける寸法を過度に大きくする必要がない。
【０１２０】
　なお、第４変形例の構成を第１、第２、第３変形例の各構成と組み合わせても良い。
【０１２１】
＜第１実施形態にかかる半導体装置の第５変形例＞
　図２９を用いて、本実施形態の半導体装置の第５変形例について説明する。
【０１２２】
　図２９は、本変形例にかかる半導体装置の底面図である。
【０１２３】
　同図に示す半導体装置１０５は、半導体装置１０４と比較して、方向Ｚ視における導電
体層７の形状が異なる。本変形例では、導電体層７の方向Ｚ視における面積は、半導体チ
ップ１の方向Ｚ視における面積よりも大きい。そのため、導電体層７は、方向Ｚ視におい
て、半導体チップ１から方向Ｙａ側および方向Ｙｂ側にはみ出ている。本変形例において
も、半導体装置１０４と同様に、方向Ｚ視において、導電体層７は半導体チップ１に重な
る。
【０１２４】
　本変形例によっても、導電体層７は、裏面電極１３を含む半導体チップ１とは別個に形
成できる。そのため、導電体層７は、裏面電極１３の形状に制限されずに所望の形状に形
成できる。たとえば、本変形例では、導電体層７を、半導体チップ１と比べ方向Ｚ視にお
ける面積を大きく形成している。導電体層７の方向Ｚ視における面積が半導体チップ１の
方向Ｚ視における面積より大きいと、半導体チップ１にて発生した熱を速やかに半導体装
置１０５の外部に放出することができる。
【０１２５】
　なお、第５変形例の構成を第１、第２、第３変形例の各構成と組み合わせても良い。
【０１２６】
　第１実施形態にかかる半導体装置は、各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在であ
る。たとえば、実装電極は上述の形状に限られず、方向Ｘに延びる帯状のものであっても
よい。また、上述の実施形態では、実装リード２は半導体チップ１に対し、方向Ｘａに離
間し、且つ、実装リード３は半導体チップ１に対し、方向Ｘｂに離間している例を示した
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。しかしながら、実装リード２が半導体チップ１に対し、方向Ｘａに離間し、且つ、実装
リード３がたとえば、半導体チップ１に対し、方向Ｙａに離間していてもよい。上述の説
明では、半導体チップ１を一つずつ樹脂部８にて覆う例を説明したが、複数の半導体チッ
プを樹脂部で覆った後に、樹脂部をダイシングする方法を採用してもよい。
【０１２７】
＜第２実施形態＞
【０１２８】
　図３０は、本発明の第２実施形態にかかる実装構造を示す断面図である。
【０１２９】
　同図に示された実装構造８０２は、半導体装置２００と、配線基板２０６と、ハンダ層
２０７～２０９とを備える。
【０１３０】
　配線基板２０６は、たとえばプリント配線基板である。配線基板２０６は、たとえば、
絶縁基板と、当該絶縁基板に形成されたパターン電極とを含む。半導体装置２００は配線
基板２０６に搭載されている。半導体装置２００と、配線基板２０６との間には、ハンダ
層２０７～２０９が介在している。ハンダ層２０７～２０９は、半導体装置２００と配線
基板２０６とを接合している。
【０１３１】
　図３１は、図３０に示す半導体装置の平面図（一部透視化）である。図３２は、図３１
に示す半導体装置の正面図である。図３３は、図３１に示す半導体装置の底面図である。
なお、図３０では、図３１のＸＸＸ－ＸＸＸ線に沿う半導体装置２００の断面図が記載さ
れている。
【０１３２】
　これらの図に示された半導体装置２００は、半導体チップ６０１と、リード６０２，６
０３と、導電性接合部６６１，６６２と、樹脂部６０８と、を備える。
【０１３３】
　図３０～図３３に示す半導体チップ６０１は、半導体からなる素子である。半導体チッ
プ６０１としては、たとえば、ダイオード、トランジスタ、もしくは、ＩＣが挙げられる
。本実施形態では、半導体チップ６０１はトランジスタである。半導体チップ６０１は、
平面視矩形状である。半導体チップ６０１の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、たとえば、
２００μｍである。半導体チップ６０１の方向Ｘにおける寸法は、たとえば、２０００μ
ｍであり、半導体チップ６０１の方向Ｙにおける寸法は、たとえば、４０００μｍである
。
【０１３４】
　半導体チップ６０１は、主面電極６１１，６１２および裏面電極６１３を含む。主面電
極６１１は、電極面６１６を有する。主面電極６１２は、電極面６１７を有する。電極面
６１６，６１７はいずれも、半導体チップ６０１の厚さ方向Ｚのうちの一方向（以下、方
向Ｚａと言う）を向く。裏面電極６１３は、電極面６１８を有する。電極面６１８は、半
導体チップ６０１の厚さ方向Ｚのうちの他方向（以下、方向Ｚｂと言う）を向く。
【０１３５】
　本実施形態においては、主面電極６１１はソース電極であり、主面電極６１２はゲート
電極であり、裏面電極６１３はドレイン電極である。本実施形態と異なり、半導体チップ
は、主面電極６１１がたとえば、ドレイン電極であるものなどであってもよい。半導体チ
ップがダイオードである場合には、当該半導体チップが主面電極６１２を含んでいなくて
もよい。また、半導体チップがＩＣである場合には、半導体チップは２つの主面電極のみ
を含むのではなく、さらに多くの主面電極を含んでいても良い。
【０１３６】
　図３０～図３３に示すリード６０２，６０３はそれぞれ、半導体装置２００を配線基板
２０６に実装するためのものである。リード６０２，６０３は、たとえば銅などの導体よ
りなる。後に詳述するが、リード６０２は主面電極６１１に導通し、リード６０３は主面
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電極６１２に導通している。
【０１３７】
　リード６０２は、第１部位６２８と、２つの第２部位６２９とを含む。第１部位６２８
の方向Ｚにおける寸法は、各第２部位６２９の方向Ｚにおける寸法よりも小さい。第１部
位６２８は、半導体チップ６０１の主面電極６１１に対向している。第１部位６２８は、
方向Ｚ視において２つの第２部位６２９の間に位置する。
【０１３８】
　リード６０２は、リード主面６２１と、２つのリード底面６２２と、リード底面６２３
，６２４と、を有する。
【０１３９】
　リード主面６２１およびリード底面６２２は、ＸＹ平面に広がる平面状である。リード
主面６２１は方向Ｚａを向き、リード底面６２２は方向Ｚｂを向く。すなわち、リード主
面６２１およびリード底面６２２は、互いに反対方向を向く。リード主面６２１は、第１
部位６２８および第２部位６２９により構成される。一方、リード底面６２２は、第２部
位６２９により構成される。図３０に示すように、半導体装置２００が配線基板２０６に
実装される際、リード底面６２２は、ハンダ層２０８ないしハンダ層２０９を介して、配
線基板２０６の配線層に接合されうる。これにより、リード６０２が配線基板２０６の配
線層と導通する。
【０１４０】
　リード側面６２３，６２４は、ＹＺ平面に広がる平面状である。リード側面６２３は方
向Ｘａを向き、リード側面６２４は方向Ｘｂを向く。すなわち、リード側面６２３，６２
４は互いに反対方向を向く。リード側面６２３は２つの第２部位６２９の一方により構成
され、リード側面６２４は２つの第２部位６２９の他方により構成されている。リード側
面６２３，６２４は後述の樹脂部６０８に覆われておらず、樹脂部６０８から露出してい
る。
【０１４１】
　図３１～図３３に示すように、リード６０３は、第１部位６３８と、第２部位６３９と
を含む。第１部位６３８の方向Ｚにおける寸法は、各第２部位６３９の方向Ｚにおける寸
法よりも小さい。第１部位６３８は、半導体チップ６０１の主面電極６１２に対向してい
る。
【０１４２】
　リード６０３は、リード主面６３１と、リード底面６３２と、リード側面６３３と、を
有する。
【０１４３】
　リード主面６３１およびリード底面６３２は、ＸＹ平面に広がる平面状である。リード
主面６３１は方向Ｚａを向き、リード底面６３２は方向Ｚｂを向く。すなわち、リード主
面６３１およびリード底面６３２は、互いに反対方向を向く。リード主面６３１は、第１
部位６３８および第２部位６３９により構成される。一方、リード底面６３２は、第２部
位６３９により構成される。半導体装置２００が配線基板２０６に実装される際、リード
底面６３２は、ハンダ層（図示略）を介して、配線基板２０６の配線層に接合されうる。
これにより、リード６０３が配線基板２０６の配線層と導通する。
【０１４４】
　リード側面６３３は、ＹＺ平面に広がる平面状である。リード側面６３３は方向Ｘｂを
向く。リード側面６３３は第２部位６３９により構成されている。リード側面６３３は後
述の樹脂部６０８に覆われておらず、樹脂部６０８から露出している。
【０１４５】
　各導電性接合部６６１，６６２は導体よりなる。導電性接合部６６１，６６２を構成す
る導体としては、ハンダもしくは銀が挙げられる。本実施形態においては、導電性接合部
６６１，６６２を構成する導体は、ハンダである。
【０１４６】
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　各導電性接合部６６１は、リード６０２の第１部位６２８および主面電極６１１(電極
面６１６)の間に介在している。導電性接合部６６１は、リード６０２および主面電極６
１１を接合するためのものである。各導電性接合部６６１は、リード６０２および主面電
極６１１に直接接している。導電性接合部６６１を介して、リード６０２および主面電極
６１１が導通している。そのため、本実施形態においては、リード６０２がソース電極と
なっている。
【０１４７】
　導電性接合部６６２は、リード６０３の第１部位６３８および主面電極６１２(電極面
６１７)の間に介在している。導電性接合部６６２は、リード６０３および主面電極６１
２を接合するためのものである。導電性接合部６６２は、リード６０３および主面電極６
１２に直接接している。導電性接合部６６２を介して、リード６０３および主面電極６１
２が導通している。そのため、本実施形態においては、リード６０３がゲート電極となっ
ている。
【０１４８】
　図３０、図３２、図３３に示す導電体層６０７は、裏面電極６１３の電極面６１８に直
接接している。導電体層６０７は、たとえば、ハンダ（Ｐｂ系、Ｓｎ系、Ｂｉ系）もしく
は銀ペーストよりなる。導電体層６０７は、後述の樹脂底面６８１から露出している。導
電体層６０７は、面６７１を有する。図３３に示すように、方向Ｚ視において、導電体層
６０７は半導体チップ６０１に重なる。更に、方向Ｚ視において導電体層６０７からはみ
出た部位を、半導体チップ６０１が有する。すなわち、方向Ｚ視において、半導体チップ
６０１は、導電体層６０７と重ならない部位を有する。半導体チップ６０１のうち導電体
層６０７と重ならない部位は、後述の樹脂部６０８に覆われている。本実施形態では、導
電体層６０７の方向Ｚ視における面積は、半導体チップ６０１の方向Ｚ視における面積よ
りも小さい。更に、方向Ｚ視において導電体層６０７は全体にわたって、半導体チップ６
０１に重なる。導電体層６０７の厚さ（方向Ｚにおける寸法）は、たとえば、１０～１０
０μｍである。
【０１４９】
　樹脂部６０８は、半導体チップ６０１と、リード６０２，６０３と、導電性接合部６６
１，６６２と、を覆っている。樹脂部６０８は、たとえば、黒色のエポキシ樹脂よりなる
。図３２に示すように、樹脂部６０８は、樹脂底面６８１と、樹脂主面６８３とを有する
。樹脂底面６８１は、ＸＹ平面に広がる平面状であり、且つ、方向Ｚｂを向く。樹脂底面
６８１からは、リード底面６２２，６３２と、面６７１とが露出している。樹脂底面６８
１と、リード底面６２２，６３２と、面６７１とは、面一となっている。
【０１５０】
　樹脂主面６８３は、方向ＸＹ平面に広がる平面状である。樹脂主面６８３からリード主
面６２１，６３１が露出している。同図では、樹脂主面６８３とリード主面６２１，６３
１とが面一となっている。なお、本実施形態と異なり、樹脂主面５８３からリード主面６
２１，６３１が露出しておらず、リード主面６２１，６３１が、樹脂部６０８に覆われて
いても良い。
【０１５１】
　また、本実施形態においては、リード側面６２３，６２４，６３３が樹脂部６０８から
露出している。
【０１５２】
　次に、図３４～図４４を用いて、半導体装置２００の製造方法の一例について、簡単に
説明する。
【０１５３】
　まず、図３４に示すように、凹部６９３が形成された部材６９４を用意する。部材６９
４を構成する材料は、導電体層６０７を構成する材料と反応しないものである。導電体層
６０７がハンダである場合には、部材６９４を構成する材料としてたとえばＡｌを用いれ
ば良い。



(22) JP 5822468 B2 2015.11.24

10

20

30

40

50

【０１５４】
　次に、図３５に示すように、導電体層６０７を凹部６９３に形成する。次に、図３６に
示すように、導電体層６０７を介して半導体チップ６０１を部材６９４に配置する。半導
体チップ６０１に導電体層６０７が接合すると、半導体チップ６０１および導電体層６０
７から、部材６９４を取り外す。このようにして、導電体層６０７と半導体チップ６０１
が接合した固片６９５を複数製造する。
【０１５５】
　次に、図３７、図３８に示すように、テープ６９１を用意する。テープ６９１は、耐熱
テープであり、たとえば、ポリイミドよりなる。耐熱テープとしては、日東電工製「ＴＲ
Ｍ６２５０」などを用いることができる。次に、テープ６９１に、複数の固片６９５を接
合する。複数の固片６９５は、テープ６９１において、方向Ｙに沿って配列されている。
各固片６９５のテープ６９１への接合においては、導電体層６０７の面６７１をテープ６
９１に接合する。これにより、樹脂部６８０を形成する後述の工程で、面６７１に樹脂バ
リが形成されにくくなる。
【０１５６】
　次に、図３９、図４０に示すように、複数の導電性接合材６６７を、半導体チップ６０
１の主面電極６１１，６１２に塗布する。本実施形態では、導電性接合材６６７は、たと
えば、ハンダよりなる。
【０１５７】
　次に、図４１、図４２に示すように、リード６２０を、半導体チップ６０１に配置する
。具体的には、リード６２０を、方向Ｚ視において各半導体チップ６０１の主面電極６１
１，６１２と重なる位置に配置し、且つ、テープ６９１に接合する。リード６２０は方向
Ｙに長く延びる形状である。
【０１５８】
　次に、リード６２０が配置された中間品をリフロー炉にて加熱する。このようにして、
リード６２０が主面電極６１１，６１２に接合される。なお、リード６２０の接合工程を
経ると、導電性接合材６６７由来の導電性接合部６６１，６６２が形成される。
【０１５９】
　次に、図４３、図４４に示すように、樹脂部６８０を形成する。樹脂部６８０の形成は
、金型６９２とテープ６９１とによって、半導体チップ６０１，リード６２０、および導
電性接合部６６１，６６２を収容した状態で、行う。次に、テープ６９１を、半導体チッ
プ６０１、リード６２０、および樹脂部６８０から剥離する。次に、リード６２０、およ
び樹脂部６８０をＤｃ２線に沿って切断する。これにより、図３０に示した半導体装置２
００が製造される。
【０１６０】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
【０１６１】
　半導体装置２００は、樹脂底面６８１から露出している導電体層６０７を備える。また
、導電体層６０７は裏面電極６１３の電極面６１８に直接接する。このような構成による
と、導電体層６０７は、裏面電極６１３を含む半導体チップ６０１とは別個に形成できる
。そのため、導電体層６０７は、裏面電極６１３の形状に制限されずに所望の形状に形成
できる。たとえば、本実施形態では、導電体層６０７を、半導体チップ６０１と比べ方向
Ｚ視における面積を小さく形成している。導電体層６０７の方向Ｚ視における面積が半導
体チップ６０１の方向Ｚ視における面積より小さいと、半導体装置２００を配線基板１０
６に実装した際に、導電体層６０７に接続するハンダ層と、リード６０２に接合されるハ
ンダ層２０８とが接触しにくくなる。これにより、裏面電極６１３と導通している導電体
層６０７とハンダ層２０８とが接触し導通する不具合を回避できる。同様に、導電体層６
０７とハンダ層２０９とが接触し導通する不具合を回避できる。
【０１６２】
　半導体装置２００においては、リード側面６２３，６２４が樹脂部６０８から露出して
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いる。これにより、半導体チップ６０１にて発生した熱を半導体装置２００の外部に放出
しやすくなっている。なお、半導体装置２００の耐湿性を向上させる場合には、リード側
面６２３，６２４が樹脂部６０８に覆われていても良い。
【０１６３】
　半導体装置２００においては、リード側面６３３は樹脂部６０８から露出している。当
該構成によっても、半導体チップ６０１にて発生した熱を半導体装置２００の外部に放出
しやすくなっている。
【０１６４】
＜第２実施形態にかかる半導体装置の第１変形例＞
　次に、図４５を用いて、本実施形態の半導体装置の第１変形例について説明する。
【０１６５】
　図４５は、本変形例にかかる半導体装置の底面図である。
【０１６６】
　同図に示す半導体装置２０１は、半導体装置２００と比較して、方向Ｚ視における導電
体層６０７の形状が異なる。本変形例では、導電体層６０７の方向Ｚ視における面積は、
半導体チップ６０１の方向Ｚ視における面積よりも大きい。そのため、導電体層６０７は
、方向Ｚ視において、半導体チップ６０１から方向Ｙａおよび方向Ｙｂにはみ出ている。
本変形例においても、半導体装置２００と同様に、方向Ｚ視において、導電体層６０７は
半導体チップ６０１に重なる。
【０１６７】
　このような構成によっても、導電体層６０７は、裏面電極６１３を含む半導体チップ６
０１とは別個に形成できる。そのため、導電体層６０７は、裏面電極６１３の形状に制限
されずに所望の形状に形成できる。たとえば、本変形例では、導電体層６０７を、半導体
チップ６０１と比べ方向Ｚ視における面積を大きく形成している。導電体層６０７の方向
Ｚ視における面積が半導体チップ６０１の方向Ｚ視における面積より大きいと、半導体チ
ップ６０１にて発生した熱を速やかに半導体装置２０１の外部に放出することができる。
【符号の説明】
【０１６８】
８０１　実装構造
１００～１０５　半導体装置
１０６　配線基板
１０７～１０９　ハンダ層
１　半導体チップ
１１，１２　主面電極
１１１，１２１　電極面
１３　裏面電極
１３１　電極面
１６～１９　チップ側面
２，２０　（第１）実装リード
２１　（第１）実装リード主面
２１０　実装リード主面
２２　（第１）実装リード底面
２２０　実装リード底面
２６　支持部
２６１　基部
２６２　第１延出部
２６３，２６４　第２延出部
２７　帯状部
２７１　（実装リード）側面
２８　凹部
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３，３０　（第２）実装リード
３１　（第２）実装リード主面
３１０　実装リード主面
３２　（第２）実装リード底面
３２０　実装リード底面
３６　支持部
３６１　基部
３６２　第１延出部
３６３，３６４　第２延出部
３７　帯状部
３８　凹部
４，４０　実装リード
４１，４１０　実装リード主面
４２　実装リード底面
４６　支持部
４６１　基部
４６２　第１延出部
４６３　第２延出部
４７　帯状部
５１　連絡リード
５１１　連絡リード主面
５１２　連絡リード裏面
５１３，５１４　連絡リード側面
５１８，５１９　凹部
５２　連絡リード
５２１　連絡リード主面
５２２　連絡リード裏面
５７１　チップ対向面
５７２，５７３　実装リード対向面
６１　（第１）導電性接合部
６２　（第２）導電性接合部
６３　（第３）導電性接合部
６４，６５　導電性接合部
６７　導電性接合材
７　導電体層
７１　面
８　樹脂部
８１　樹脂底面
８２　樹脂側面
８２１　直立部
８２２　傾斜部
８３　樹脂主面
８８１　テープ
８８２　金型
８８３　凹部
８８４　部材
８８５　固片

８０２　実装構造
２００，２０１　半導体装置
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２０６　配線基板
２０７～２０９　ハンダ層
６０１　半導体チップ
６１１，６１２　主面電極
６１３　裏面電極
６１６，６１７　（第１）電極面
６１８　（第２）電極面
６０２，６２０　リード
６２１　リード主面
６２２　リード底面
６２３，６２４　リード側面
６２８　第１部位
６２９　第２部位
６０３　リード
６３１　リード主面
６３２　リード底面
６３３　リード側面
６３８　第１部位
６３９　第２部位
６６１，６６２　導電性接合部
６６７　導電性接合材
６０７　導電体層
６７１　面
６０８，６８０　樹脂部
６８１　樹脂底面
６８３　樹脂主面
６９１　テープ
６９２　金型
６９３　凹部
６９４　部材
６９５　固片
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